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Le hacheur élévateur de type BOOST
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Tension et courant de l'inductance (BOOST)
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Ondulation de la tension (BOOST)

iD(t): iC(t)+iS(t): IDmoy +aiD(t)
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Fonctionnement en conduction discontinue (BOOST)
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Caractéristiques de sortie du hacheur de type BOOST
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Contraintes sur les interrupteurs (BOOST)
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Le hacheur inverseur de type BUCK-BOOST
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Structure du hacheur inverseur
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Tension et courant de l'inductance (BUCK-BOOST)
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Ondulation de la tension (BUCK-BOOST)
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Fonctionnement en conduction discontinue
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Caractéristigues de sortie du hacheur BUCK-BOOST
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Contraintes sur les interrupteurs (BUCK—-BOOST)

Interrupteur K2 : la diode
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Quadrants de fonctionnement
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Synthese du hacheur série de type BUCK

Cahier des charges :
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Synthese du hacheur élévateur de type BOOST
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Synthese du hacheur réversible en courant
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Synthese du hacheur réversible en tension

Cas ou la puissance est positive P>0 - Quadrant 1 :
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Synthese du hacheur 4 quadrants
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